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Analisi dell’effetto Hall.

1.

2.

3.

Indicare le specifiche geometriche di un piatto di Hall ideale e
ricavare l'espressione della tensione di Hall (punti 2).

Ricavare I'equazione del trasporto di un conduttore sottoposto a un
campo di induzione magnetica B perpendicolare al piatto (punti 2).
calcolare la tensione di Hall di un piatto ideale in silicio di dimensioni
L = 200 um, W =40 um, T =5 um, con drogaggio Np = 10'® cm™, e
sottoposto a un campo di induzione magnetica perpendicolare al
piatto con modulo B = 10™* Vs/cm? (punti 2).

[tensione di alimentazione Vpp = 1V, fattore di Hall r, = 1, mobilita
del silicio p, = 400 cm?V's™, carica elementare q = 1.6x107° C]

Analisi di un sensore ottico a CID (charge injection device)

1.

2.
3.

descrivere l'architettura, la singola cella (pixel), la fase di
acquisizione dell'immagine e la fase di lettura della matrice (punti 2).
Calcolare la massima intensita luminosa acquisita dal pixel (punti 2).
Calcolare il valore della variazione massima del potenziale
superficiale subita durante il transitorio di illuminazione con Io = 102
eVum3s™ (punti 2).

[carica elementare q = 1.6x107"° C, efficienza quantica del silicio
n=1, energia dei fotoni hv = 3 eV, capacita dell'ossido di gate
Cox=3x10" Fcm™, tempo di acquisizione T; = 0.5 ps, tensione di
alimentazione Vpp =3 V]



